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第 2 章では，本研究の遂行にあたって使った装置及び新しく作製した装置の説明を行っているO まず，飛行時間型
イオン散乱分光測定システム (TOF-ISS) を開発し，イオンと中性粒子の分離が可能であることを検証してい
る。更に装置の改善と Cu-Pt の同時蒸着源の作製についても述べている。
第 3 章では， Cu-Pt 合金における Ar+ 照射下の変質層形成の冷却効果の実験結果を報告しているo この研究で開発
した方法は，先ず Ar+ と He+ の混合ビームで合金を定常状態まで照射しておいて変質層を形成させ，続いて Ar ガス
の供給を止めて， He+ イオンで表面を削りながら 1 S S で組成の変化を観測するという方法である。この方法を用い
たところ，低温芳、形成した組成深さ分布は室温のほうに比べて Cu の欠之層がもっと深いことが分かった。この結果
よりその原因が室温と低温での照射増強拡散の違いによるものと推論しているo




第 5 章では， AE S の信号深さを変えて変質層の組成深さ分布の測定を試みているO 異なるエネルギーのオージェ
信号の組み合わせで ISS-AES連続測定手法で得た組成深さ分布と同様な組成の深さ分布の観測に成功してい






(1) Ar+ と He+ の混合ビーム照射からHe+ イオンビーム照射へ切り換えて， He+ イオンで表面を削りながら背面散乱





成の変化をオージェ電子分光法 (AE S) と 1 S S を用いて観測し，表面変質層形成過程について新しい知見を得
ている。
(3) 上で得られた表面変質層形成について一連の観測結果より，イオ'ン照射誘起表面偏折係数ならびにイオン照射増
強拡散係数をもとめ，照射イオンドーズ量との相関関係について考察している。
以上のように，本論文は，イオン照射に伴う合金表面における変質層形成過程において，新しい手法を導入するこ
とにより実験的に解明を目指したもので，表面変質層形成における温度効果を見出し，従来推論の域を出なかったイ
オン照射誘起表面偏析係数を実験よりもとめ，さらにイオン照射増強拡散係数の照射イオンドーズ依存性を実証して
おり，応用物理学，とくに表面物性工学に寄与するところが大きし」よって，本論文は博士論文として価値あるもの
と認める。
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